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  عنوان فراخوان 

 مگنترون سازی منبع تغذیه پالسی فوق باریک فشارقوی جهت لامپ فشرده 

 

 فراخوان   توضیحات 

در این پژوهش هدف طراحی و ساخت یک منبع تغذیه پالسی فشار قوی بسیار فشرده با عرض پالس فوق باریک  

انجام  است. این طراحی و نمونه ساخته  مگنترونبرای یک لامپ   اثبات فناوری مولد پالس موردنظر  برای  شده 

   است.شود و خروجی اصلی پژوهش، دانش فنی دستیابی به این مولد پالس می

 

 پژوهشی پیشینه مسئله 

های فعلی این تجهیزات  گیرند. نمونهمورد استفاده قرار می  های متحرککوچک در سامانههای مخابراتی فرستنده

شوند. این فناوری مشکلاتی از قبیل قیمت بسیار بالا و  بر مبنای فناوری ترانزیستورهای فرکانس بالا ساخته می

های بر مبنای لامپ الکترونی  خروجی با توجه به ابعاد دارد. در مقابل این فناوری، فرستندههای توان  محدودیت 

ها منابع  کنند. یکی از چالشهای این فرستندهمین می أ های بسیار بالاتر را تقرار دارند که ارزانتر هستند و توان 

های متحرک جانمایی شود. بعلاوه این منابع تغذیه  تغذیه آنها است که باید بسیار فشرده باشد و در ابعاد کم سامانه

پالس  عرض  بتوانند  بباید  تا  کنند.  تولید  را  نانوثانیه  چند  حد  در  کم  فناوری  ه های  از  استفاده  با  محصول  حال 

شده است. اگر محصول به فناوری لامپی ارتقا یابد مشکلات زیادی که فناوری نیمه هادی  هادی ساخته مینیمه

یک لامپ مگنترون با توان  ود. یکی از این موارد دسترسی به قطعات مناسب است. بعنوان مثال  ش دارد مرتفع می

شود. معادل ترانزیستوری این مولد  درصد به راحتی در بازار یافت می  30چندصد وات امروزه با بازدهی بالاتر از  

گردد که در ترانزیستورها امکان  میتوان حتی در صورت وجود بازدهی بسیار کمتری دارد. عمده مشکل به این بر 

مین این توان در یک ترانزیستور وجود ندارد و روشهای ترکیب توان چند ترانزیستور برای بالابردن توان بکار  أت

توان به توان بالا رسید ولی در عمل  توان میرود. اگرچه بصورت تئوری با ترکیب توان تعدادی ترانزیستور کم می

شود که سطح توان برگشتی با افزایش تعداد طبقات افزایش  مسائل تطبیق طبقات ترانزیستوری منجر به این می

رسد که از نظرحجم و وزن برتری با ترانزیستور است ولی  یابد و بازدهی مجموعه کم شود. بعلاوه اگر چه بنظر می

ن کار درستی نیست. بدلیل  معادل آ  ابعاد ترانزیستور بدون ادوات جانبی ضروری آن با لامپ خل   مقایسه صرفاً

-ساز برای آنها اجتنابهای خنکهای دفع حرارت توسط ترانزیستورها استفاده از هیت سینک و سیستم محدودیت 

ساز دارد ولی اگر این مسئله را در مورد ترانزیستورها در  ناپذیر است. این درست است که لامپ هم نیاز به خنک
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شود بلکه حتی در مواردی که  نظر بگیریم، ابعاد و وزن مجموعه ترانزیستوری نه تنها خیلی سبکتر از لامپ نمی

ترانزیستورها کم است این پژوهش هدف این است که یک فرستنده مببیشتر هم می  ،بازدهی  بر  تنشود. در  ی 

هادی به یک محصول بر اساس لامپ از نوع مگنترون تبدیل شود. این تحقیق فقط بخش منبع تغذیه آنرا  نیمه

 شود. شود و طراحی و ساخت لامپ مورد نظر جداگانه انجام میشامل می

 

 پژوهشی مشروح مسئله 

در این پروژه هدف طراحی و ساخت یک منبع تغذیه پالسی فشارقوی بسیار فشرده با عرض پالس فوق باریک برای  

 باشند. مهمترین موضوعاتی که باید به آن توجه شود به شرح زیر میاست.  مگنترون یک لامپ 

 ها باید فراهم شود. شکل موج مناسب ولتاژ و جریان برای هر یک از بخش •

 . ندارد اهمیت خیلی  فرود   زمان مگنترون برخاست پالس باید مناسب باشد. درزمان  •

ها، این خطا باعث  ای باشد که در صورت بوجود آمدن خطا در هر یک از بخشمنبع تغذیه باید بگونه •

 آسیب به لامپ نشود.  

 شود باید قابلیت اطمینان بالایی داشته باشند. هایی که خطا در عملکرد آنها باعث آسیب به لامپ میبخش •

 .های پالسی شامل تخلیه جزئی در نظر گرفته شوند مسائل عایقی و فشارقوی در شکل موج 

 

 مسئله اصلی این پژوهش 

با توجه به عرض پالس    بررسی اثرات تخلیه جزئی در ابعاد فشرده در شکل موج پالس فشارقوی:   -1

های زمانی تیزی خواهد بود که عامل ایجاد  نانوثانیه است، پالس ولتاژ فشارقوی دارای لبه  4بسیار کم این طرح که  

کند. در این بخش باید  باشند. کم بودن ابعاد هم مسئله تخریب در اثر تخلیه جزئی را حادتر میتخلیه جزئی می

 های بکار رفته ارائه شود. های مربوط به میزان اثر تخلیه جزئی بر عمر عایقگیریسازی و اندازهمدل

پالس ولتاژ حاصل از این    سازی طراحی از نظر حصول کیفیت شکل موج ولتاژ پالس فشارقوی:بهینه   -2

درصد    1رود لذا باید از نظر رگولاسیون پالس به پالس دقتی بهتر از  بکار می   مگنترون طرح برای تغذیه یک لامپ  

 داشته باشد.

در این بخش باید تحلیل قابلیت اطمینان    شدن نیازهای محصول:تحلیل قابلیت اطمینان جهت برآورده    -3

  مرجع از اجزا و کل سیستم ارائه شود و نشان داده شود که گلوگاه عمر مفید محصول کدام قطعه یا بخش است.  

 .باشد  ی م MIL-HDBK-217F استاندارد نانیاطم تیقابل محاسبات
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کیلوولت با    4نانوثانیه با ولتاژ    4رسیدن به عرض پالس  دستیابی به دانش فنی عرض پالس فوق باریک:   -4

یید در  أسازی و تترانسفورمر و روشهای مرسوم امکانپذیر نیست. انتخاب روش مناسب و تحلیل مداری و شبیه

 آزمایشگاه باید انجام شود. 

 

 محدودیتهای مسئله 

 قطعات بکار رفته در طرح از بازار کشور چین قابل تهیه باشند.لازم است که  

 

 نیاز فناورانه  های کلیدیچالش

های در حد چند نانوثانیه امکان  : در عرض پالس چالش تولید پالس فشار قوی با عرض فوق باریک -1

برده شود. در این  بکار بردن ترانسفورمر برای بالا بردن دامنه پالس وجود ندارد و باید روش نوینی بکار  

راه حل   نیمه هادی یک  با کلیدهای  مارکس  مولدهای  از  استفاده  و  فناوری رخ دهد  تغییر  باید  بخش 

 باشد.می

ابعاد  سازیچالش فشرده  -2 کردن  کم  برای  مهم  مانع  یک  تخلیه جزئی  و  عایقی  مسائل  کم  ابعاد  در   :

 کند. باشند. تحلیل مسئله تخلیه جزئی و لحاظ کردن آن در طراحی عایقی به رفع این چالش کمک میمی

: این مولد پالس باید بتواند با قابلیت اطمینان بالایی کار کند و ریسک خرابی  چالش قابلیت اطمینان -3

آن بسیار کم باشد. کاهش استرس ولتاژ و جریان کلیدها با ملاحظات ابعاد مورد نظر به افزایش قابلیت  

 کند. اطمینان کمک می

 

 پژوهشی های گام

 : مرور مقالات و نشریات مرتبط1فاز  •

معلوم کند که مولدهای    شود. گزارش حاصل باید دقیقاًدر این فاز انجام می  بندی آنهامرور مقالات و دسته

 پالس ولتاژ بالا چه ساختارهای ممکنی دارند. 

 : انتخاب طرح مداری 2فاز  •

شود. در این فاز باید طرح برگزیده توجیه  انجام میها و انتخاب طرح برگزیده در این فاز  مقایسه طرح 

 شرح داده شود.  های طرحهای دیگر کاملاًکامل شود. مزایای طرح و گلوگاه
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 های مداری سازی: شبیه3فاز  •

سازی مداری طرح شامل نحوه انتخاب قطعات و ملاحظات خاص در مورد آنها باید با  در این فاز شبیه

 یید شود. أ ت Pspiceنرم افزار 

 : طراحی فشار قوی و عایقی 4فاز  •

شود. باید نشان داده شود که  جهت تحلیل میدان الکتریکی ارائه می FEMهای سازیدر این فاز شبیه

 موجود پایدار خواهد بود. عایق بکار رفته در برابر میدان 

 : محاسبات قابلیت اطمینان 5فاز  •

شود.  ارائه می  FIEDSیا استاندارد   MIL-HDBK-217در این فاز مقایسه نرخ خرابی قطعات با استاندارد 

 در صورت وجود قطعه گلوگاهی باید با کاهش استرس مداری نرخ خرابی آن کم شود. 

 : ساخت نمونه اولیه 6فاز  •

شود که کارآیی طرح مداری اثبات  فاز یک نمونه آزمایشگاهی بدون ملاحظات ابعاد ساخته میدر این  

 شود.

 : ساخت نمونه معیار تولید 7فاز  •

 شود. ای مطابق با محصول نهایی با ملاحظه ابعادی آن ساخته میدر این فاز نمونه

 پژوهش خروجی  

 منظر ملاحظات عایقی و تخلیه جرئیتدوین دانش فنی فشرده سازی مولد پالس فشار قوی از  •

 تدوین دانش فنی مولد پالس فشارقوی با عرض پالس فوق باریک  •

ها شود و تست ساخته می  اًهر دو این دانش فنی باید در نمونه واقعی مورد تست قرار گیرند. لذا محصول نهایی حتم

دانش در بخش طراحی محصول است که مورد  شدن این  شود. اما بیشتر از آن دستگاه، نهادینهروی آن انجام می

چه ساختار مداری باید انتخاب کرد؟ از چه کلیدی برای مولد پالس استفاده کرد؟ چه    باشد. اینکه نهایتاًنظر می

 ضخامت عایق و چه نوعی را باید بکار برد؟ 

 های لازم در محصول بر طبق جدول زیر است.  مشخصات و محدودیت 

 



 

5 
 

 محدودیت مقدار /   مشخصه 

 درصد  10 ± لوولت یک 4 ولتاژ پالس 

 درصد   10 ± آمپر 4 جریان پالس

  لامپ مشخصه 

 مگنترون 

 باشد.ر اساس ولتاژ و جریان فوق میبدر نقطه کار مناسب 

 درصد   10  ±با جیتر زمانی   ه یثان  نانو 4 عرض پالس 

  رود یم بکار آن  در  محصول  که   یاسامانه عملکرد  اساس  بر عدد نیا

و یا جیتر    کمتر  پالس عرض حصول  صورت در.  است شده نییتع

 .است استفاده  قابل  شرکت گری د  محصولات در زمانی کمتر 

 کیلوهرتز   50 فرکانس تکرار 

رگولاسیون پالس به  

 پالس

 درصد  1

دهد که امکان رگولاسیون بهتر نیز وجود دارد.  ها نشان می بررسی

درصد فرض کنید اما در   1بنابراین مقدار قابل قبول رگولاسیون را 

صورت رسیدن به رگولاسیون بهتر امکان استفاده از این محصول در  

 مد. آهای دیگر شرکت نیز بوجود خواهد  سامانه

 سازی بدون لحاظ کیس و خنک مربع  متریسانت 4*10*10 ابعاد

سازی بیش از این حجم نیز  که امکان فشرده دهد ی م نشان هایبررس 

سازی را اعداد فوق فرض  وجود دارد. بنابراین مقدار قابل قبول فشرده

سازی بیشتر امکان استفاده از این محصول  کنید اما در صورت فشرده

 مد.آ های دیگر شرکت نیز بوجود خواهد در سامانه
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 ساز گرم بدون لحاظ کیس و خنک  800 وزن حداکثر 

 DC  ولت 300  تا 200 از ی ورود  ولتاژ

است که محصول با یک ولتاژ ورودی در این  منظور از این بازه این 

نیاز نیست در کل بازه ورودی کار   محدوده باید بتواند کار کند. الزاماً

 و کارکرد در یک ولتاژ ورودی در این محدوده کافی است. کند 

 بالا ارتفاع  در و  زولهیا ط یمح  کی در  محصول  نیا نکه یا توجه  با سطح نویز 

  سازگار سامانه  یاجزا ه یبق با د یبا فقط   زینو نظر از شود یم  استفاده

  در مناسب لد یش  ی اجرا بر علاوه  که است  لازم منظور  نیا به. باشد 

  LISN شبکه یرو  ه یتغذ  منبع  یتیهدا ز ینو سطح ه، یتغذ  منبع  سیک

 .باشد  کمتر  ستمیس  ه یبق زینو  تحمل حد  از  اهم 50 شاهد  مقاومت  با

 هدایتی از طریق کیس  سازینوع خنک

فرمانهای اعمالی  نوع  

 به محصول 

دیجیتال شامل فرمان روشن و خاموش، تریگر ورودی و ریست کردن  

 محصول بعد از خطا

نوع سیگنالهای  

 دریافتی از محصول 

 دیجیتال شامل سیگنال بروز خطا

 

 تسهیم مالکیت فکری 

: مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای پژوهش سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و  مقاله در کنفرانس   ارائههای داخلی و خارجی،  توسط مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجاز خواهد بود.نام همه دستاشاره به 
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کار و اجرا و اثبات دستاوردهای حاصل از طرح توسط شرکت  و با توجه به مدل کسب :  مالکیت منافع مادی •

متقاضی، منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری برای شرکت متقاضی خواهد شد اما مطابق تراضی بین  

    . شرکت متقاضی و مجری، قابل اشتراک بین آنها خواهد بود

 نحوه پذیرش 

های دریافتی، موردی که شرایط زیر را داشته باشد، در اولویت خواهد  رقابتی است و از بین پروپوزال   هاطرحپذیرش  

 بود: 

 ترکیب متخصصین تیم پیشنهادی مرتبط باشد. .1

 افراد پیشنهادشده، دارای سابقه پژوهشی و فنی در آن موضوع باشند. .2

تقاضا باشد. )در این بخش، مجری    بندی، هزینه و شرح خدمات، متناسب و مرتبط با پژوهش موردزمان .3

تواند برآورد اولیه خود را اعلام کند اما بدیهی است جزئیات اجرایی در ابتدای امر مشخص نیست و  می 

 (.مجری و کارفرما با علم به این موضوع وارد این توافق خواهند شد 

 پروپوزال، طبق فرمت پیشنهادی بنیاد، تهیه و از طریق سامانه کایپر ارسال شده باشد. .4

 Timesو فونت حروف و اعداد انگلیسی،  13و اندازه قلم   B Nazaninفونت حروف و اعداد فارسی  .5

New Roman  باشد. 11و اندازه قلم 

 های قابل قبول هزینه 

 ؛ نیروی انسانی التحقیق حق ✓

 افزاری؛ های نرمهزینه ✓

 ؛و آنالیزها هاتست ✓

 خدمات؛ ✓

 قطعات. ✓
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   حوزه های اولویت دار

 فشار قوی  الکترونیک قدرت/ الکترونیک/ برق/مهندسی 

 

 واجدین شرایط 

ها و مؤسسات آموزش عالی کشور باشد. پس  فعال یکی از دانشگاه  علمیپژوهشگر اصلی تیم لازم است عضو هیئت 

برگزیده جهت مذاکره  از دریافت پروپوزال از طریق سامانه، ارزیابی انجام گرفته و در صورت کسب امتیاز بالا، تیم  

 با بنیاد و شرکت متقاضی دعوت خواهد شد.

 پیوست  فایل 

 فرم درخواست پیشنهاده )پروپوزال(

 فراخوان  متن 

 تاریخ فراخوان 

برای بنیاد   سامانه کایپر فرصت دارند که پروپوزال خود را از طریق  1404  فروردین   31 کلیه افراد واجد شرایط تا

 .ملی علم ایران ارسال نمایند 

های ارسالی در بازه زمانی اعلام شده در توجه: تاریخ این فراخوان تمدید نخواهد شد و فقط پروپوزال 

 به مرحله داوری خواهند رفت.  ، فراخوان

 مبلغ حمایت  

میلیارد تومان، توسط بنیاد ملی علم ایران حمایت خواهد  5/2درصد، حداکثر   80پژوهش پیشنهاد شده تا سقف  

 ها باید توسط شرکت متقاضی ارائه دهنده پژوهش تأمین شود. شد. بدیهی است که مابقی هزینه 

   شیوه ثبت نام و ارسال درخواست 

ثبت  متقاضیان جهت  می گرامی  نشانی  نام  به   کایپر  سامانه  به  طریق      rtms.insf.orgتوانند  از  و  مراجعه 

نام در این سامانه پروفایل مشخصات فردی ندارید ابتدا ثبت   که ی درصورتاقدام نمایند.   متقاضیان/ پژوهشگران بخش

https://rtms.insf.org/ProposalStart.php?id=103
https://rtms.insf.org/
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پس از ورود در بخش    رمز عبور اعطا شده وارد سامانه شوید.و    (  Emailوسیله نام کاربری ) نموده و سپس به 

  اقدام به ارسال طرح نمایید. بنیانهای دانش عمیق شرکتپژوهش  توانید از کارتابلارسال طرح جدید می 

 پاسخگو   مسئول

های مربوطه در پورتال بنیاد علم، در صورت  پس از مطالعه توضیحات فراخوان و آیین نامه پژوهشگران محترم  

توانند از پروفایل  می  در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوانداشتن هر گونه ابهام یا سؤال  

سؤالات خود را    jandili.a@insf.orgایمیل بنیان از طریق تیکت، یا با  با کارگروه دانش خود در سامانه کایپر  

 .تماس حاصل فرمایند ( جندیلی آقای )021821۶1150 و یا با شماره تلفنمطرح نمایند 

 


